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Sposéb wytwarzania w urzadzeninch prézmiewych, zwlaszeza
w fotokomérkach, warstw pélprzewodnikewyeh stmwncych zwiazki
chemiczne

Patent trwa od dnia 9 kwietnia 1960 r.

Przedmiotem wynalazku jest sposob wy"twa;
rzania warstw pélprzewodnikowyeh, stanowig-
cyeh stopy lub zwigzki dwéeh lub kilku skla-
drik6éw, w urzadzeniach prézmiowych, zwiasz-
cza w fotokomérkach, polegajgcy na usuwaniu
nadmiaru skladnika przez pochlanianie jego
par za pomocy substancji pochlaniajacych.

Znany dotychczas sposéb wytwarzania warstw
pol.przewodzacych w- urzgdzeniach prézniowych,
na przyklad warstwy SbCs; w fotokomorkach
polega na naniesieniu cienkiej warstwy antymo-
nu na. wewnetrznej powierzchni uizadzenia, a
‘nastepnie nasyceniu jej cezem, przy czym dla
uzyskania zwigzku SbCsz niezbedne jest do-
kladne dozowanie cezu. Jednak ze wzglédu na
znaczng aktywnos$¢ chemiczng tego pierwiastka
(ktéry pochlaniany je~t przez szklo, armature

*) Wilasciciel patentu o$wiadczyl, ze wspol-
twoércami wynalazku sg Alekisander Fryszman,
Konstanty Nesteruk i Irena Winawer.
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itp.), bezpoérednie dozowanie ilociowe nie daje

dobfych wynik6w. Totez wykonuje sie je me-
toda poérednig przez pomiar maksimum, naj,e-
Zenia pradu, emitowanego przez substamcue fo-
toczula, przy czym nadmiar cezu usuwa sie.
przez wygrzewanig lampy.

dlowego dozowania, wskutek ‘nie.r(’)wnoctniexjn;ego
rozlozenia cezu na powierzchni warstwy, co.
powoduje wadliwe wskazania maksimum pradu,
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Wada tego spesobu jest mosliwedé nieprawis

emisji, a ponadto w w1ekszoéc1 przypadkow J&St .

zwigzane 2z komecznosma nagrze'wama lampy,
ktére stosuje si¢ w celu usuniecia nadmiaru
cezu. i

Powyisze wady usuwa sposéb wytwarzania
warstwy pélprzewodzacej wedlug wynalazku,
dzieki temu, 2Ze do urzgdzenia prézniowego
wprowadza sie niektére skladniki, na przyklad

‘cez, s6d lub potas w nadmiarze, w celu wytwo-

rzenia zwigzlku, nastepnie usuwa sie ten nad-



miar. przez pochlanianie pary sktadnika przez
-substancje pochlamajch, na przyklad kizem.
Sposéb wytwarzania warstw pé6lprzewodniko-
wych. wedlug wynalazku wyjasnia rysunek,
-przedstawiajacy przykiadowo fotokomoérke, za-
‘opatrozong w dodatkowe umdzeme, sluzace do
pochlaniania,
Sposdh wytwa
wych ‘wedlug wyRdlazku opisano ponizej. W
- urzgdzeniu prézniowym 1, na przyklad foloko-
morce, naparowuje sie znanym sposobem war-
stwe ze skladnikémr zwiazku, na przy-
kiad Sb, przy czym w konicowym etapie napa-

Towywania wprowadza sie do -urzadzenia.sub- .

stancje reasumca, na przyklad C, w madmiarze
. gwarantujacym wytworzenie zadanego zwiagzku
mi‘cw’ na ana'd Sbosa, lub s.tqpu,
na przyklad SbCs; — Na, a mastepnie

usuwa sie¢ madmiar skladnika Cs w postaci °

gazowej przez pochlanianie. Substancja pochia-
niajaca, na przyklad krzem, jest umieszczona
wewnatrz urzgdzenia prézniowego 1 w naczy-
niu 3. Po wytworzeniu warstwy poélprzewodni-
kowej uaktywnia sie ja przez ogrzewanie. Do
tego celu moZe sluzy¢ na przyklad znajdujaca
sie poza urzadzeniem prozniowym cewka 4, in-
. dukujaca w naczyniu 3 prady wielkiej czesto-
tliwoéci. Po zaabscrbowaniu nadmiaru skladni-
ka co mozna ustalié, na przyklad przez wyzna-
gzenie muksymalnego pradu fotoczulodci war-
stwy polprzewodzacej
pomiar cifnienia pary cezu lub innego metalu,
- znajdujacego si¢ w stanie wolnym, ogrzewanie
, Wyhcza sie i dalsze operacje wytwarzania Qpe-
“racji pélprzewodnikowej przeprowadza sie zna-
aymi dotychczas sposobami. Naczynie 3 z sub-
stantjg pochlaniajacg moze byé pozostawione
w wrzadzeniu prézniowym, umozliwiajge po-
chlantanie wytwarzajacych sie‘gazow w czasie
eksploatacji urzadzenia.

Przyklad. W bance fotokomérki wytwarza
sie préznie rzedu 10 Tr, naparowuje sie war-
stwe Sb i wprowadza sie cez w postaci gazo-
wej, otrzymany przez ogrzewanie chromianu

u,warsbw pélprzewodmko-‘

lgcza sie je woéwecezas,

lub przez bezposredni .

cezu z tytanem, w nadmiarze dwukrotnym w
stosunku do iloSci stechiometrycznej Cs w
zwigzku SbCs;. Nastepnie wygrzewa sig¢ banz
ke w temperaturze od 120 do 130°C, w czasie
20-+-30 min.,, w celu wytworzenia odpowiedniego
ci$nienia pary cezu*i wljcza si¢ ogrzewanie in-
dukcyjne umieszczonego w bance naczynia, za-
wierajgcego pochtaniacz Si. W czasie podhla-
niania przeprowadza si¢ pomiar pradu fotoczu-
loéci otrzymanej warstwy pélprzewodnika i wy-
gdy prad fotoczuloéci
osiggnie warto$é maksymalng. Mozliwe jest
réwniez przeprowadzenie pochlaniania po od-
topieniu banki ze stanowiska.

Sposéb wedlug wynalazku moze znalezé za-

stosowanie réwniez przy wytwarzaniu warstw

metalowych oraz dielektrycznych w urzadze-
niach prézniowych, a takze przy wytwarzaniu
stopéw lub zwigzkéw, ktére wykazujg trwalodé
w prézni, natomiast w warunkach atmosferycz-
nych sg nietrwale.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania w urzgdzeniach préznic-
wych, zwlaszcza w fotokomorkach, warstw pél-
przewodnikowych stanowiacych zwigqzki che-
miczne, na przyklad .SbCs;, znamienny tym, Ze
niektére ze skladnikéw tych zwigzk6é6w, na przy-
klad cez, wprowadza si¢ w nadmiarze gwaran-
tujacym wytworzenie zwigzku, na przyklad
SbCs; lub stopu, na przyklad SbCs; — Na, a na-
stepnie nadmiar cezu usuwa si¢ przez pochla-
nianie pary skladnika przez substancje absor-

.. bujaeg, na przyklad krzem, przy czym naczynie

(3), zawierajace te substancje, znajduje sie we-
wnatrz urzgdzenia prézniowego (1), a jej aktyw-
nosé abscrbeyjng wzbudza sie przez ogrzewanie
naczynia (3), na rrzyktad za pomocg pradéw
wielkiej czestotliwosci.
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